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C11 C12 C13 C33 C44
GaN 367 135 103 405 95
AIN 396 137 108 373 116









































































































































































































































･OpS～2 ps　Optical stark effect (AOD > 0 or < 0)
　　　　　　　　　　Non･thermal distribution of
　　　　　　　　　　　　　carriers(AOD < 0)
　　　　　　　　Energy relaxation (AOD < 0)
･lpS～10ps　Optical gain (AOD < 0)
゜lps゛ ns　Band filling and decrease of
　　　　　　　carriers(AOD < 0)
　　　　　　　Screenin　of the internal electric field
　　　　　　　AOD＞OOr＜0














































　　　　　　　　　£' =3.478 + 15.4ら　eV　　　　　　　　　(3.4)
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井戸幅依存性を調べた。活性層膜厚は、(a) Ino.1Gao.9N(30 nm) singlelayer (b)
－69－
】no.iGao.9N(10 nm/10 nm) 3QWs (c) Ino.1Gao.9N /GaN (5 nm/10 nm) 6QWs (d)
Ino.iGao.9N(3 nm/10 nm) lOQWsの４種類である。
　4.2試料構造　　　　　　　　　　　　　／
　図4.1に測定に用いた試料構造を示す。試料は全てアンドープの条件下で成長




㈲Ino.iGao.9N(30nm) single layerヽ試料(b) Ino.iGao.9N(10nm/10nm) 3QWsヽ試料(ｃ)
























































































































































































　試料(ａ)における(i)3.17eV(ii)3.21 eV (iii)3.29 eｖの＆ＯＤスベクトルの減衰曲線
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２．８ ３ 3.2 3.4
　　　　Photon Energy (eV)
図5.6　140 nJ/ｃｍ２の時の発光寿命の発光エネルギー依存性
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　5.3.3 440 nm レーザダイオード構造の誘導放出機構

































８ 2.9 ３ 3.1
　　　　　　Photon Energy (eV)















































































































としてはヽ活性層を選択的に励起するために波長352 nm (3.521 eｖ)のＯＰＡ出力
光を用いた。測定は、15Kで行った。この励起波長によって、励起できる層は、
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